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1. Introducere

Societatea informationald globald se va baza pc
o infrastructurd informatici.

Pentru procesarca, stocarea §i transmisia
informatici se foloseste tehnica electronicd si
optoelectronicd (la care se mait adaugd stocarea pe
suport magnetic).

Tehnologia dominantd in electronicd ecste cea
microelectronici. Componenta microclectronica
este un circuit inlcgrat complex (poate avea
milioane de tranzistoare) rcalizat in siliciu cu o
tehnologie extrem de find (detalii de ordinul
zecimilor de micrometru). Circuitul integrat a
aparut in 1959, iar microprocesorul in 1971,

Complexitatea circuitelor s-a mdrit continuu,
permitind o cregtere a functionalitd{ii accstora.
In prezent o componentd microclectronicd poalc
integra intr-un "cip" scmiconductor un subsistem
sau chiar un sistem clectronic.  Proccsorul
MicroSparc ~ (Sun  Microsystems  Compuler
Corporation Inc.) confine intr-o componcnta,
integrate monolitic (in acccagl  bucatd dc
semiconductor, siliciu monocristalin) procesorul
propriu-zis, clemente de memoric si interfefc.

Integrarca unui sistcm intr-o componentd sc
poate face si in tchnicd hibridd. un exemplu tipic
fiind tchnica modulelor multicip (MCM = MultiCip
Modules), prin carc se montcazi mai multe cipuri
scmiconducloare in acceasi capsuld.

O noud trcaptd de intcgrare o reprezintd
includerca intr-o componentd, alituri de partca de
procesare clectronicd, a clementelor de scsizare
si/sau de actuarc (acfionare, nu ncapdrat mecanica).
Astfcl sc obtine un microsistem.

Datoritd faptului c¢d interacfioncazi dircct cu
mediul inconjurdtor prin traductori de intrarc i
icsire incorporati, microsistemul poatc deschide
domenii de aplicajic complet noi.

Lucrarea dec fajd prezintd  problematica
microsistemclor pe trei direcfii, §i anumc:
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a). Microsistemele in cadrul Programului cadru
de cercetare - dcz.\ollare tehnologica al Uniunii
Europene.

b). Viitorul microsistemelor in - contextul
evolutici industrici de semiconductori in genera] §i
a celei-microclectronice in special.

c). O posibila cvolujic a industriei de
scmiconductori in Ronmma si rolul Institutului de
Microtchnologic.

Concluzia acestei analize este ¢ Romdnia are o
tripld sansd de continuitate in semiconductori si
microelectronici. Aceasta este dati de:

- componentele de putere
- circuitele integrate specializate

- microsisteme.

2. Microelectronica si  micro-
sistemele in  programul de
cercetare al Uniunii Europene

2.1 Cercetare si  dezvoltare

tehnologica

Deccizia Parlamentului si a Consiliului European
privind ccl dc al IV-leca Program cadru al
activitdfilor comunitarc in domeniul cercetdrii,
dezvoltarii tchnologice si experimentdrii (1994-
1998) [1] scoatc in cviden|d cateva aspecte de
maxima importan{d. cum ar fi:

- necesitatea intdririi bazelor tehnico-stiintifice
ale industrici comunitare §i incurajarea acesteia
pentru  a  deveni mai  compelitivd  la  nivel
intcrnational,

- focalizarca cercetdrii  comunitare  pe
cercctarca genericd si precompetitiva a aplicatiilor
multisectoriale,

- cresterca rolului intreprinderilor mici §i
mijlocii la procesul inovator de cercetare §i
dezvoltare tchnologicd (CDT).

Cea mai mare parte a fondurilor de cercetare §i
anume 9.432 MECU (85,4% din total) sunt
canalizate spre activitdji de cercetare, dezvoltare
tchnologici si programe demonstrative [1].

Distribufia accstor fonduri pe domenii apare in
figura 1. Sc rcmarcd ponderca foarie importanti
(36.1%) a domeniului tchnologici in informaticd si
telecomunicalii,

Domeniul tchnologiilor informatice (peste 20%
din fondurile totale) cuprinde la rindul siu:

- tehnologii softwarc

- tchnologii pentru componente si subsisteme
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- sisteme multimedia
- calcul si interconectare de inalti performanti

- intergrarea in fabricatie §.a.

2.2 Tehnologii pentru componente
si subsisteme

Pentru lucrarea de fa{a zona de interes este cea a
componentelor §i subsistemelor care se imparte,
potrivit  programului-cadru ~ european,  in
subdomeniile:

- semiconductori
- microsisteme
- periferice

in cele ce urmeazi ne vom referi numai la
primele doud.

Din partea de semiconductori se detageazi
microelectronica (circuitele integrate). Princi-palele
obieclive previzute in programul cadru sunt
sintctizate in figura 2. Se remarcd orientarea spre
scctoare industriale diverse, in care Europa poate fi
competitivd. Aceeasi tendintd este valabild pentru
domeniul microsistcmelor [2], care se afld abia la
inceput si necesitd masuri speciale de stimulare, ale
clror obiective apar in figura 3.

2.3 Microtehnologii (tehnologii de
microsistem)

Conform programului cadru al Uniunii
Europene, un microsistem este un sistem
miniaturizat, inteligent care cuprinde functii de
sesizare, de procesare si/sau de "actuare”.

O structurd generald a microsistemului este
formati din:

- traductori de intrare
- partea de procesare electronics
- traductori de iegire.

Ca urmare, microsistemul combind semnale
electrice, mecanice, optice, chimice, biologice,
magnetice g.a.

Microsistemul este integrat intr-o singurd
componentd carc poate cuprinde unul sau mai
multe cipuri (in al doilca caz fiind un modul
multicip).

Microtchnologiile  sunt  (chnologiile  de
microsistem sau tchnicile de proicctare. de fabricare
si de testarc a microsistemelor. In sens restrins,
microtchnologiile  reprezintd  tchnologiile  de
fabricaic. carc permit rcalizarca de detalii cu
dimensiuni  de  ordinul  micronului  (tchnologii
micronice).
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In acest context, termenul de microtehnologii va
fi folosit in sensul siu mai cuprinzitor.

Microtehnologia de bazi este microelectronica,
Aceasta  permite  realizarea  componentelor
microclectronice (circuitelor integrate )

Micromecanica presupune realizarea de
componente de sisteme mecanice miniaturale (scard
micronicd) cum ar fi membrane (pentru senzori de
presiune), dispozitive de actionare (deplasare
liniar4, micropensete etc.) sau sisteme mecanice
complexe (angrenaje de roti dintate, diafragme
pentru sisteme foto §.a.).

Tehnologia microelectronicd bazatd pe siliciu pune
la indemina micromecanicii atdt un material cu
calitd{i mecanice exceptionale (siliciu mono-
cristalin), cét si tehnici de fabricatie (cum ar fi cele
de corodare si fotolitografice). Pe aceastd bazi s-au
dezvoltat tehnologii de microprelucrare de volum
(corodarea selectivd izotropd sau anizotropd a
siliciului monocristalin) sau microprelucrarea de
suprafati (care utilizeazi straturi subfiri de oxid,
nitrurd sau polisiliciu din tehnologia micro-
electronici) [3].

Microoptica are si ea un suport ferm in
microelectronicd. Un cxemplu il constituie
realizarea unui banc microoptic [4], care contine
lentile Fresnel, oglinzi rotitoare, retele de difraciie,
etc., rcalizate pc un singur cip, cu ajutorul unor
technici aseminitoare cu ccle de fabricalie a
circuitelor integrate.

Cele mai interesante microsisteme sunt fin
prezent cele electromecanice §i, respectiv, electro-
optice.

Aplicatiile cele mai promititoare sunt in
domeniile:

- transporturi (5i in primul rind, auto)
- automatiziri
- biomedical.

Cresterca continud a piefei de sisteme
micromecanice este ilustratd de figura 4. Ponderea
cererii pentru industria auto este estimatd si ajungl
la 54 % din total in anul 2000, in timp ce in
medicing aplicatiile ar rAméne la circa 22 % (ca si
in prezent).

Masa rotundd ‘“strategicd” in probleme de
microsisteme, organizatd de Comisia Europcand la
Berlin (octombric 1994) [5] s-a orientat pe
aplicatiile  microsistemelor  in  trei  domenii
prioritare, dupd cum urmeaza:

- auto (controlul functiondrii motorului, siguranti,
suspensia activd),cu un accent deosebit pe reducerea

¥} Strict vorbind, microelectronica corespunde
circuitelor integrate pe scard (foarte) mare.

Rev. Rom. de Informaticd gi Automatica. vol.5, nr.1, 1995




costului, fiabilitate, reduccrea dimensiunilor si a
greutitii;

- biomedical (catctere, organe artificiale.
microroboticd in chirurgie, §.a.). cu principalii
factori de succes in miniaturizare. fiabilitate,
siguranta si perfomante, dar si dificultdti legate de
incapsulare, volumul mic al aplicatiilor, legislatia
medicali;

- mediu (comunicatie far fir, controlul cficient
al arzitoarclor, control al calitd{ii acrului in
incdperi, monitorizarea mediului), cu avantajcle
legate de costul redus, siguran{a si fiabilitate dar
asteptind si aici un volum mai ridicat al piciei §i o
legislajic adecvati.

Comparind dezvoltarca curopeand cu cca din
SUA si Japonia s-a constatat [3] :

- o cercetare fundamentald excelenta

- 0 buni creativitate a cercctdtorilor

- o finantare publici a cercetirii peste medic
- 0 legiitura insuficicntd cu industria

- oricntarca spre piatd este adesca "teorctica”

Europa are insd sansa de a fi competitivd la
nivel mondial, dar pentru accasta [5 ]:

- cercetarea §i industria trebuic sd-si coordoneze
eforturile §i s3 coopcreze "peste frontiere”;

- sunt necesare dezvoltiri in tchnologia dc
fabricatie;

- este necesard o rejea de centre de scrvicii care
sd asigure si facilitd{i de fabricafie clc.

In finalul acestui capitol subliniem faptul ci
microtchnologiile sunt importante nu numai pentru
tchnologiile informatice §i de telecomunicatii, ci §i
pentru alte domenii de cercetare si dezvoltare
tchnologicd (figura 1) si. in mod special. pentru;

- tchnologii industriale. cu accent pe tchnologia
malcriaiclor. masuritori si control;

- tchnologia s stiinfcle vic{in §1 anume.
biotchnologii si aplicatii biomedicale.

3. Probleme ale fabricatiei in
industria de semiconductori si
microelectronica

3.1. Probleme gencrale ale
industriei de semiconductori

O facilitate dc microclectronicd (ccca cc sc
chcamd in SUA un "fab") necesitd in preszent o
investijie de ordinul a un miliard de dolari. Prin
cost g1 aria ocupatd (carc include instalatiile
auxiliare) ca devine comparabild cu o fabricd de
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automobile. Este cvident ¢i o astfe! de investitie nu
este la indemdna oricui. In Europa, firme de
tclecomunicatii ca Sicmens (Germania) si Ericsson
(Suedia) si-o pot insd permite.

Sunt necesare. de ascmenca. resurse umane de
inaltd calificare (pentru produclie §i cercetare-
dezvoltare).

In fine, pentru utilizarea capacititii de productie
si amortizarca inveslilici sunt nccesare picfe de
desfacere.

3.2 Evolutii recente

Creste continuu ponderea circuitclor integrate in
industria de scmiconductori. Estc bine cunoscut
impactul asupra tchnicii dc calcul: raportul
performanic/cost  creste  rapid datoritd  dubldrii
complexitifii circuitelor integrate la ficcare 18 luni.

Cresterca complexitifnn cipurilor (mai mulie
tranzistoarc pe acccasi bucatd de siliciu) este
insolitd si de un alt proces nu mai pufin important
si anume, cresterca complexititii tehnologiitor, Un
excmplu binccunoscut cste acela al tchnologici
BICMOS (carc permite realizarca de circuite cu
tranzistoarc bipolare si respectiv MOS in acecasi
bucatd de siliciu). La accastd, combinare
“monoliticd” a tchnologilor se¢ adaugd cca
“hibridd"” (MCM. modulele multicip). Ca urmare,
s¢ potl integra intr-o singurd componcntd sisicme
carc inainte nceesitau tchnologii diferitc §i nu sc
putcau realiza decit la nivel de placd (deci cablaj
imprimat).

Un alt fenomen important cste accla al cresterii
pondcrii  componeniclor  specializate:  circuitele
integrate specifice aplicajici (ASIC=Application-
Specific Integrated Circuits) si componenicle dc
putcre intcligenic (smart power) [iind excmple
lipice.

Fabrica{ia ASIC-urilor in catitd{i mici, la prefuri
moderate.  cste posibild  datoritd  existenfel
"turndtoriilor -de siliciu™. Ta carc beneficiarul are
acces deoarece:

a. tchnica dec proicctare cste standardizald si
accesibild dircet sau prin intermediul unor “case de
proiectare”;

b. costul prototipulur sc imparte intre mai
multe  proiccte  (sistemul  MPW=Multi-Project
Wafer, mastile pentru plachetd/waler de  siliciu
permit realizarca: stimultand a mai multor proiccte
diferite);

¢. exista consortii care asigurd o multitudine de
scrvicii distribuite in diferite zone geografice. Acest
sistem standardizt si gencralizat care permite ca
ficcirut beneficiar si 1 sc "graveze” in siliciu
propriu siu proicct constituic o revolutie tehnicd in
clectronicd, asemianitoare cu cea provocati de
apari{ia tiparului asupra culturii scrise [6].
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Cresterea gradului de integrare §i posibilitatea
de realizare a circuitelor integrate specializate
determind o situatie noud: circuitul integrat nu mai
este 0 componentd microelectronicd care. trebuie
cumpirati, ci este "chiar inima sistemului” [7].

Dezvoltarea  microsistemelor va  accentua
procesul de integrare, ficdnd ca microtchnologiile,
in general §i microelectronica, in special, sd joace
un rol cheie pentru competitivitatea industriei $i a
altor domenii,

Aceasti orientare stratcgicd se reflectd clar in
politica de cercetare si dezvoltare tchnologicd a
Uniunii Europene, politicd rezumatd in figura 5.

3.3 Minifabrica

O noui prezentd in "peisajul” industrici de
semiconductori o constituic minifabrica (minifab),
facilitate de capacitate micd, destinatd productici
specializate, in contrast cu facilitatca de¢ mari
proporiii (megafab) la carc nc rcfercam la inceputul
capitolului de faji. O comparatic aparc in figura 6
si figura 7.

Minifabrica reprevintd o sansa pentru o posibila
investific de dimensiuni rezonabile intr-o {ard cum
cstc Romiinia.

3.4 Sanscle unor firme mici

In incheicrea consideratiilor legate de cvolufia
industrici dc scmiconductori, prezentdm in figura 8
un tabel carc sintctizcazi. in conccplia noastrd,
sanscle de supravictuire ale unor firme mici, cum
sunt intreprinderile  de  semiconductori  din
Rominia.

"Cozile" dc fabricalic (pentru produse cerute ca
picse dc schimb, dar pe carc nu lc mai fabricd alte
firme din lume, deoarcce au devafectat liniile de
producfic respective) nu  sunt o solujic de
perspectiva.

Estc interesant ¢i, anumite produse standard
reprezintd si cle o sansi. deoarcce firmele mari nu
sunt intcresate sd fabricc scrii mici  (regliri
frecvente  ale  procesului  de  fabricajic s
productivitalc rcdusd). in general, produscle in
costul cirora "manopera” delinc o pondere
importantd §i carc nu necesitd o tchnologic de
ultimd ord sunt atrigitoarc pentru o f{ard ca
Romidnia. Componentele semiconductoarc dc pulcre
ilustreaza acest caz.

in fine, fabricafia componentclor specializate
cste o situatic dc interes pentru multe firme.
Fabricarca unui circuit integrat specializat (la
comandi) care inlocuicste o placd (cablaj imprimat)
poatc asigura o margine de profit considerabild.
Trebuie satisficute insd o scric de condifit cum ar
fi. dezvoltare tchnologici destinatd sd asigure
versatilitatea in fabricajic. accesul la tehnologia de
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proicctare, resurse umane de inaltd calificare, timp
foarte scurt de elaborare a unui produs.

Pentru sfarsitul acestui deceniu, o solutic idcald
ar fi ca o astfel de firmd si dispund de un
"minifab”.

4. O evolutie posibila a industriei
de semiconductori din Roméinia

Tabelul din figura 9 sintetizcazd, in conceplia
noastrd. situalia principalelor facilititi de fabricalic
din industria romdncascd dc semiconductori,
concentrati in nordul Bucurcstiului. pe platforma
Bincasa.

Existd trei protagonisti principali ai industrici
respective:

- Bincasa S.A., cea mai veche si cea mai mare
fabricd, carc dispune in prezent de comenzi pentru
export (in special in domeniul componentclor de
putere), dar suferd datoritd picrderilor de personal
de inaltd calificare,

- ROMES S.A. (fosta scclic de microproductic
a Institutului de Cereetidri pentru Componente
Elcctronice), cu resurse umanc  §i matcriale
modcsic;

- Microclectronica S.A.. cu dotarca cca mai
noud, dar confruntatid cu o sciiderc masiva a cererii
de componente microclectronice care a determinat
inchiderca scctici de structuri (tchnologic CMOS,
singura "camerd albd” adeviratd din Rominia) la
sfirsitul anului 1992, Din aprilic 1993 o partc din
fabrici a fost concesionatd  Institutului  de
Microtchnologic care a repus in funcliune scclia de
structuri  §i  complctat  personalul  asigurind
productia "reziduald" solicititd de fabricd. dar si
alte dezvollari.

Figura 10 si figura 11 sintctizeazi clorturile de
desvoltare  tchnologica  ale  Institutului - de
Microtchnologic (IMT) si ilustrcazi modul in care
sc incearcd cxploatarca sansclor pe care le poate
avea industria de semiconductori din Romdnia
(singura de accst fel care pare si supravic{uiascd in
tarile foste comuniste din Europa centrald si de est).

Principalcle caracteristici sunt:

- desvoltarca domeniului componentclor de
putere (pentru carc existd o cerere masiva in fara si
in striinditate) in colaborare cu Bincasa S.A.,
folosind dotarca preluatd de la Microclectronica
S.A.. convertirca tchnologici de circuite intcgrate
MOS in tchnologic de dispozitive de putere necesitd
un cfort tehnologic substantial. care a inceput dcja
si dca rezultate:

- incercarca de a combina tchnologia MOS cu
cca  bipolard pe  linia  cresterii complexitaii
tchnologiilor disponibile pentru fabricarca de noi
circuite integrale:
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- dezvoltarea ariilor de porti”, pentru
facilitarea realizirii de circuite integrate digitale
specializate, in tehnologiec CMOS, usor de proicctat
de citre diversi bencficiari, de exemplu, circuite cu
aplicatii in telecomunica(ii, circuitele vor fi
incapsulate cu ajutorul Microclectronica S.A. (ME
pe figura 11).

La cele de mai sus se adaugd actiuni ale IMT
care beneficiazi de un suport substanfial prin
intermediul proiectelor finanjate de Comisia
Europeana.

Mentiondm:

- dezvoltarea bazei de proicctare si testare
asistatd de calculator a circuitclor integrate, cu o
dotare tchnic de ultimi ord sl acces la fabricatic la
“turndtorii de siliciu” din Europa de vest;

- activitiyi dc  cereetare  in domeniul
microtchnologiilor sl microsistcmelor, in
colaborare cu partcneri din Europa dc vest si
sustincrea financiard a Comisici Europene.

Institutul de Microtehnologic (infiinfat printr-o
Hotdrdre de Guvern in 1993) este o institufic
publicd, finantatd  exclusiv  din  fonduri
extrabugetare. Institutul este coordonat dc ciitre
Ministerul Cercetdrii I Tchnologici sl arc drept
obiective:

- cercetarca multidisciplinard  in domeniul
microsistemelor

- deczvoltarea tchnologiilor de microsistem
(bazate pe microclectronica)

- suport tchnic in microclectronicid pentru
intreprinderile mici i mijlocii

Sintetic, Institutul de Microtchnologic foloseste
resurscle existente (cercetarca autohtond, dotarca
technicd de la Microclectronica S.A., programcle
Comisiei Europene) pentru consolidarca industrici
dc scmiconductori si evolufia acesteia in directia
microsistemelor. Figura 12 grupcazi clemente ale
politicii IMT fatd dc industric. Existd cel putin
doud elemente caracteristice carc trebuic evidengiate
§i anume:

- efortul de concentrare §i de reimprospatarc a
resursclor umane de 1naltd calificare, in contrast cu
scdderca dramaticd a acestui potential in altc unitagi
si in special in industrie,

- dezvoltarea institutului ca un “centru de
servicil” (tchnologice, de proicctare, stiinifice) in
consonant cu evolutiile pe plan vest-curopcan.

5. Concluzie

Lucrarca de fajd arati cum tchnologia
microclectronicd (care a avut dcja un impact
covdrsitor asupra civilizafici moderne) cvolucazi
sprc tchnologii de microsistem. Microsistemele au

Rev. Rom. de Informatica si Automatica, vol.5, nr.1, 1995

un potential virtual nelimitat, dar dezvoltarca lor
cste incd lemtd i reclamd cforturi conjugate
(cerectare si productic. firme si guverne).

Dezvoltarca  microtchnologiilor  se face pe
fundalul industrici de semiconductori, carc ofcri
principala bazi tchnicd. Pe de altd parte, atit in
zona de cercetare. cit §i in cca dc aplicatii,
evantaiul de institufii este mult mai larg,
cointeresdnd, atit numeroase for{e de ccrcetare, cit
si firme de marime si profil extrem de diferit.

Institutul de Microtchnologic inccarcd si fic
interfaja  intre cercetarca  multidisciplinard gl
industric, jucind astfel un rol cheie in valorificarca
cercetdrii prin produs.

Accastd dubld interacliune, atit cu cercctarea,
ciit §i cu industria. poate fi sintetizatd in conceptul
de centru  de Institutul  de
Microtchnologic  oflcri “Servicii  gtiintifice”
cercetdirii - si "scrvicii  tchnologice”  industriei,
favorizind astfcl un transfer de tchnologic rapid si
cficient,

servicii.

In finc. institutul arc sansa ca prin angrenarca
intr-un sistem dc centre de servicii la  nivel
curopcan si faciliteze accesul industrici romancsti
la microclectronica si microtchnologii.
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(10,6%)
Transport (2,54%)

Tehnologii in informatica sl
(36,1%) Cercetari sOcio-

telecomunicatii
economice (1,46%)

Figura 1
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PROGRAMUL CADRU CDT AL UE

TEHNOLOGII INFORMATICE
TEHNOLOGII PENTRU COMPONENTE S$I SUBSISTEME

MICROSISTEME

Obiective:

e Demonstrarea unor minisisteme (integrate monolitic sau hibrid) bazate pe
tehnologii disponibile industrial si orientate spre sectoare de piata viabile
in viitorul apropiat).

e  Accent pe inovare multidisciplinara, de exemplu aplicatii biomedicale sau
controlul mediului.

e Dezvoltarea de microsisteme destinate productiei de masd (de exemplu
pentru vehicule sau produse de uz casnic inteligente).

® Perfectionarea mijloacelor industriale de fabricatie (microasamblare,
microincapsulare, caracterizare, asigurarea calitatii, etc.)

Figura 3
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Microelectronica /

microsisteme

Ce se intampla in EUROPA?

Fabricatia de semiconductori orientata
spre:

microelectronica: tehnologie CMOS de mare
rezolutie (0,35 microni)

ASIC (circuite microelectronice
dedicate/specializate)

mica putere / consum redus
dispozitive de putere

Microsistemele (domeniu nou):

Programe nationale (Germania, franta, Olanda)
dedicate  tehnologiillor de  microsistem
(microtehnologii)

Programe speciale ale UE (pentru Spania,
Portugalia, Grecia, Italia) orientate spre:

e  microsenzori

o microsisteme

e  dispozitive de putere inteligente

e  microelectronica (in special proiectare)

Figura 5
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Comparatie  intre  fabrica  de
conventionala si minifabrica (2)

semiconductori

Caracteristici MEGAFAB MINIFAB
Echipamente lot si/fsaumonoplachetd |[numai monoplacheta
Automatizare 20% >90%

Control de proces

statistic / pl. martor

pe lot, in timp real

Consum pl. martor  |>200/luna nu
Utilizare echipam. 25-45% 70-80%
Randament mecanic |70-90% >98%
Randament electric |60-80% 85-95%

Figura 7




g ean31]

orejuowr| (“3ojouyal rndnojoxd
-o[durt  9p| Ie}JOAZID) (AISTO9D) Jarezierdads
oIewW gjeInp |}[RUl 9ROJ |jueprodwl °J nipow | djuauodwo))
(soooad pIepue]s
op [01U0D) djuauodwod
snpoi j1joxd jeur| juepodwi| nIpowr/snpar|  /IOTW ILIQS
RIN3ISOU | AIJROIJTUIAS oreonIqe]
orjnjos urind | juepodwrou snpax|op 120D ,,
arejoorord

mnreuosiad ap | arjeorIqej ap

ILIpoIjI[e0 | I9I30[ouya) | I9I30[0UT]a)

sleyueAezo(q [N[OAIN [N[OAIN [N[OAIN

1I01W aowiy njjuad eieid ap asSIN




SITUATIA PLATFORMEI BANEASA

Caracteristici Bineasa SA ROMES IMT/Micro
Dotare tehnica nivel 75-85 nivel 75-80 nivel 80-90
Piata

e produse standard

(19

cozi”’ cerere

(11

cozi’ cerere

(11

cozl”’ cerere

e segmente noi putere/auto ASIC
(dezvoltari posibile) servicii
Nivel resurse

umane:

® operare bun bun bun/bun

e proiect./tehnolog. |subcritic subcritic bun/subcritic
® service critic critic bun/critic

Figura 9
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Dezvoltari tehnologice (2)

Tehnologia 1995 1996 1997
Arii de porti CMOS prototip |ASIC

IMT IMT+ME
Dispozitive de putere AUTO |fabricatie

IMT+ME

+Béneasa
Dispozitive de comanda putere | studiu prototip |fabricatie
(tractiune)/MCM Béaneasa |[IMT+

Baneasa

Figura 11




7] ®eIngiq

VONILNOOD dddONI] - HWHLSISOJOIN
HAVLITOAZIA

(1I1DOTONHHA.LOIDIN)

VANILNOO VANILNOO LOdION] V VAVNI'IIOSIALL TN
HAVILHOYHO e

HOINOYLOH THOHOIN

WO.LSNO-TINAd WOLSNO-TWAS HdHON] JOTHLNINOJIINOD

VHAVOIIISYAAId e
(4¥4d.Lnd "dS1a)

HLV.LIANLVIN VL TOAZAd dS HdHONI] [AIDOTONHH.L
VHAVOIAISYHAIA e

HAV.L3d10dd Jd

VHALVLRRNLVIA IS AOIDOTONHH.L

VANILNOD HONILLV LNdHDN] V [IDIAYES
4d VEIVIANDISY e

VLIVZITVHY VONNWW 9d 19.L304

VNNILNOD VNANILNOO IVILIVd VHIINALSNITE
IS VAIVANIDTYd e

ONN'T (8661-S661)NIATN (s661)
NAWAHL INHZHId N] LLY.LIALLOV

LIAI "1(1'10d







